
Fig2. Fluence dependence of conductivity 
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 我々は、シリコンカーバイド(SiC)が可視光に対して透明であることに着目し、フェムト秒レーザー

を用いて三次元的な局所的電気伝導特性制御を試みている。これまでに、SiCに閾値フルエンスを超え

るフェムト秒レーザーを照射すると、室温において照射部の比抵抗が急激に減少することを明らかに

した[1,2]。また、その温度依存性から不純物のエネルギー準位を同定した[3]。本研究では、電気伝導

率のフルエンス依存性から各不純物準位における不純物密度を評価し、電気伝導機構の考察を行った。 

 SiC表面にフェムト秒レーザーを照射フルエンス1.76~16.4 J/cm2で照射した後、温度80~473 Kにおい

て比抵抗を測定した。これによって得られた結果に(1)式を用いてフィッティングした。 

 

 

 

 (1)式において、C1, C2 は電気伝導率、ED1, ED2 は不純物の活性化エネルギー、kB はボルツマン定

数、T は温度である。フィッティングにより得られた活性化エネルギー(ED)および電気伝導率(C)のフ

ルエンス依存性をFig.1およびFig.2に示す。Fig.1に示すように、照射フルエンス5.8 J/cm2 以下では50 

meV程度のED1と150~200 meV程度のED2が得られ、照射フルエンス8.7 J/cm2 以上においてはED2が消失

し、数meVのED2’が現れることが分かった。Fig.2より、照射フルエンスの増加にともなってC1,C2’が増

加していることから、照射フルエンスの増加にともない各不純物の密度が増加していると考えられる。

さらに、照射フルエンス14.6 J/cm2以上において、C1がC2’の4倍程度の値を示した。ここで、室温(300K)

におけるED1およびED2’から活性化されるキャリア密度を考慮したとき、ED1から活性化されるキャリア

は1割程度であるのに対し、ED2’から活性化されるキャリアは8割程度になると考えられる。したがって、

ED2’の不純物準位の電気伝導への影響はED1の不純物準位に対し2倍程度となる。以上のことから、ED2’

の浅い準位の不純物密度の増加が改質部におけるキャリアを大きく増加させ、室温における比抵抗の

減少に寄与していると結論付けた。 
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Fig1. Fluence dependence of the activation energy 
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